
(19) 민 특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개    10-2013-0113032

(43) 공개    2013 10월15

(51) 특허 (Int. Cl.)

      H01L 23/48 (2006.01)  H01L 23/12 (2006.01)
(21) 원        10-2012-0035278

(22) 원        2012 04월05

     심사청    없  

(71) 원

에 닉  주식 사

경 도 천시  경  2091

(72) 

주

경 도 천시  미리 7차 트
701-1003

강원

경  천시  미리 우 타
202-1102

규

울  실2동 실엘 트 122동 1903

(74) 리

강

체 청   :  20 

(54)  칭 도체 ,  갖는 도체 칩  층 도체 키지

(57)  

도체 ,  갖는 도체 칩  층 도체 키지가 개시 어 다. 개시  도체 칩 ,  역 

상   역 쪽  주변 역   , 상  과 는 타   상    역에

 트 치  갖는  몸체 , 상  트 치에  티브층과, 상  트 치에   상   몸

체  내 과 상  티브층 사 에  게 링층  포 는 도체 ; 상  티브층 상에 는 

도체 ;  상   몸체  주변 역  통 는 통 극;  포 다. 

  도 - 도1
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특허청  

청  1 

 역  상   역 쪽  주변 역   , 상  과 는 타   상  

  역에  트 치  갖는  몸체;

상  트 치에  티브층;

상  트 치에   상   몸체  내 과 상  티브층 사 에  게 링층;

 포 는 도체 .

청  2 

1 에 어 , 상  티브층  단결  실리   것  특징  는 도체 .

청  3 

1 에 어 , 상  게 링층  폴리실리   것  특징  는 도체 .

청  4 

 역  상   역 쪽  주변 역   , 상  과 는 타   상  

  역에  트 치  갖는  몸체 , 상  트 치에  티브층과, 상  트 치에  

 상   몸체  내 과 상  티브층 사 에  게 링층  포 는  도체 ; 

상  티브층 상에 는 도체 ;

상   몸체  주변 역  통 는 통 극;

 포 는 도체 칩.

청  5 

 4 에 어 , 상  티브층  단결  실리   것  특징  는 도체 칩.

청  6 

4 에 어 , 상  게 링층  폴리실리   것  특징  는 도체 칩.

청  7 

 4 에 어 , 상  도체 는 미지 , 리 도체, 시  도체, 동 , 능동  

 도체  루어진  택  어도 나 상  포 는 것  특징  는 도체 칩.

청  8 

 4 에 어 , 상   몸체    티브층 상에 는    포 ,

상   ,

상   몸체    티브층과 마주 는 상    1 과 는 2 에 고 상  

통 극과  연결 는 본  드;

상  도체  상  본  드   연결 는 층들;

상  도체  상  층들 사 , 상  층들 사 , 상  층들과 상  본  드 사  리

는 연막  포 는 것  특징  는 도체 칩.

청  9 

 8 에 어 , 상    상  통 극에  통  상  통 극  상  본  드  직
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연결 는 것  특징  는 도체 칩.

청  10 

 8 에 어 , 상    상  통 극에  통 지 고, 상  통 극과 상  본  드

 연결 는 가 층   포 는 것  특징  는 도체 칩.

청  11 

 역  상   역 쪽  주변 역   , 상  과 는 타   상  

  역에  트 치  갖는  몸체, 상  트 치에  티브층, 상  트 치에  

상   몸체  내 과 상  티브층 사 에  게 링층  포 는 도체 과, 상  티브층

상에 는 도체 , 상   몸체  주변 역  통 는 통 극  각각 포 , 상  각각

 통 극들   연결 도  층 는 복 개  도체 칩들;

상  층 는 도체 칩들  통 극들   연결 는 도  연결 재;

 포 는 층 도체 키지.

청  12 

 11 에 어 , 상  각 도체 칩들  상  티브층  단결  실리   것  특징  는 층

도체 키지.

청  13 

 11 에 어 , 상  각 도체 칩들  상  게 링층  폴리실리   것  특징  는 층 

도체 키지.

청  14 

 11 에 어 , 상  각 도체 칩들  상  도체 는 미지 , 리 도체, 시  도체, 

동 , 능동    도체  루어진  택  어도 나 상  포 는 것  특징

는 층 도체 키지.

청  15 

 11 에 어 , 상  각각  도체 칩들  상   몸체    티브층 상에 는  

 포 ,

상   ,

상   몸체    티브층과 마주 는 상    1 과 는 2 에 고 상  

통 극과  연결 는 본  드;

상  도체  상  본  드   연결 는 층들;

상  도체  상  층들 사 , 상  층들 사 , 상  층들과 상  본  드 사  리

는 연막  포 는 것  특징  는 층 도체 키지.

청  16 

 15 에 어 , 상    상  통 극에  통  상  통 극  상  본  드  직

연결 는 것  특징  는 층 도체 키지.

청  17 

 15 에 어 , 상    상  통 극에  통 지  상  통 극과 상  본  드

  연결 는 가 층   포 는 것  특징  는 층 도체 키지.

청  18 
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 11 에 어 , 상  층 는 도체 칩들   도체 칩 상에 상   도체 칩  통 극

도  는 1 연층;

상  1 연층 상에  상  1 연층에   통 극과  연결 는 재 ; 

상  재  포 는 상  1 연층 상에  상  재   는 2 연층   포

는 것  특징  는 층 도체 키지.

청  19 

 11 에 어 , 상  도체 칩들  지지  상  층 는 도체 칩들   도체 칩  상  통

극과  연결 는  극  갖는 체   포 는 것  특징  는 층 도체 키지.

청  20 

 19 에 어 , 상  체는 쇄 , 포   도체 키지  어느 나  포 는 것  특

징  는 층 도체 키지.

  

   

본  게 링(gettering) 특  상시키 에  도체 ,  갖는 도체 칩  층 도체[0001]

키지에  것 다.

 경  

도체 산업에  집 에  키지  에    실  신뢰  만 시키   지[0002]

 어 , 근 들어 는 /    어 고 능 가 에 라 칩 층에

 다   개 고 다.

도체 산업에  말 는 " 층" 란 어도 2개 상  도체 칩 또는 도체 키지  직   리는[0003]

것 , 러  층 에  리  경우에는 도체 집  공 에   가능  리 량

보다 2  상  리 량  갖도    다. 또 , 층 도체 키지는 리 량 는  실

도  실   사   측 에   갖는다. 에, 층 도체 키지에  연   개

가 고 는 실 다.

층 도체 키지   , 근 도체 칩에 통 극(through electorde)   상,  도체[0004]

칩들간 리    연결  루도   층 도체 키지가 었다.

그러나, 통 극  사 는 질, 컨  리가 도체 칩  산 어 결  결  게 , [0005]

에 라 도체 칩에  도체 에 누  가 생 고  트 어 리 시 특  

는  었다. 

러   결 고  통 극과 도체 칩 사 에 는 연막(SiO2)  께  가시키어 도체[0006]

칩  산 는 리가 연막에  게 링(gettering) 도  는    다. 그러나, 통 극

 산 는 리  연막만  게 링 에는 역  실 다

 내

결 는 과

본   게 링 특  상시키 에  도체  공 는  다. [0007]

본  다   상  도체  갖는 도체 칩  공 는  다.[0008]

본  또 다   상  도체 칩  갖는 층 도체 키지  공 는  다.[0009]

과  결 단
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본   견지에  도체 ,   역  상   역 쪽  주변 역  [0010]

, 상  과 는 타   상    역에  트 치  갖는  몸체; 상  트 치에

 티브층;  상  트 치에   상   몸체  내 과 상  티브층 사 에  게

링층;  포 다. 

상  티브층  단결  실리    고, 상  게 링층  폴리실리    다. [0011]

본  다  견지에  도체 칩 ,   역  상   역 쪽  주변 역  [0012]

, 상  과 는 타   상    역에  트 치  갖는  몸체 , 상  트 치

에  티브층과, 상  트 치에   상   몸체  내 과 상  티브층 사 에  게

링층  포 는 도체 ; 상  티브층 상에 는 도체 ;  상   몸체  주변 역

통 는 통 극;  포 다. 

상  티브층  단결  실리    고, 상  게 링층  폴리실리    다. [0013]

상  도체 는 미지 , 리 도체, 시  도체, 동 , 능동    도체  루[0014]

어진  택  어도 나 상  포   다. 

상   몸체    티브층 상에 는    포 , 상   , 상   몸[0015]

체    티브층과 마주 는 상    1 과 는 2 에 고 상  통 극과 

 연결 는 본  드; 상  도체  상  본  드   연결 는 층들;  상  

도체  상  층들 사 , 상  층들 사 , 상  층들과 상  본  드 사  리 는 연

막  포   다. 

상    상  통 극에  통  상  통 극  상  본  드  직  연결   다.[0016]

 달리, 상    상  통 극에  통 지 고, 상  통 극과 상  본  드  

 연결 는 가 층   포   다. 

본  또 다  견지에  층 도체 키지는,  역  상   역 쪽  주변 역[0017]

 , 상  과 는 타   상    역에  트 치  갖는  몸체, 상

트 치에  티브층, 상  트 치에   상   몸체  내 과 상  티브층 사 에 

 게 링층  포 는 도체 과, 상  티브층 상에 는 도체 , 상   몸체  주변

역  통 는 통 극  각각 포 , 상  각각  통 극들   연결 도  층 는 복

개  도체 칩들;  상  층 는 도체 칩들  통 극들   연결 는 도  연결 재;  포

다. 

상  각 도체 칩들  상  티브층  단결  실리    고, 상  각 도체 칩들  상  게[0018]

링층  폴리실리    다.

상  각 도체 칩들  상  도체 는 미지 , 리 도체, 시  도체, 동 , 능동 [0019]

  도체  루어진  택  어도 나 상  포   다. 

상  각각  도체 칩들  상   몸체    티브층 상에 는    포 , 상[0020]

 , 상   몸체    티브층과 마주 는 상    1 과 는 2 에 

고 상  통 극과  연결 는 본  드; 상  도체  상  본  드   연

결 는 층들;  상  도체  상  층들 사 , 상  층들 사 , 상  층들과 상  본

드 사  리 는 연막  포   다. 상    상  통 극에  통  상  통

극  상  본  드  직  연결   다. 

상    상  통 극에  통 지  상  통 극과 상  본  드   연결[0021]

는 가 층   포   다. 

상  층 도체 키지는, 상  층 는 도체 칩들   도체 칩 상에 상   도체 칩  [0022]

통 극  도  는 1 연층; 상  1 연층 상에  상  1 연층에   

통 극과  연결 는 재 ;  상  재  포 는 상  1 연층 상에  상  재

  는 2 연층   포   다. 

 달리, 상  층 도체 키지는, 상  도체 칩들  지지  상  층 는 도체 칩들   [0023]
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도체 칩  상  통 극과  연결 는  극  갖는 체   포  도 다. 상  

체는 쇄 , 포   도체 키지  어느 나  포   다. 

 과

본 에 , 통 극에  티브층  산 는  티브층  감싸도   폴리실리[0024]

루어진 게 링층에  과  게 링 므  게 링 특  상 다. 그 결과, 도체  누  

    트가 지 고 리 시 특  상 어  신뢰   능  상 다. 

도  간단  

도 1  본   실시 에  도체 칩  도시  단 도 다.[0025]

도 2는 도 1에 도시  도체  도시  단 도 다. 

도 3  본  1 실시 에  층 도체 키지  도시  단 도 다. 

도 4는 본  2 실시 에  층 도체 키지  도시  단 도 다.

도 5는 본 에  도체 칩  비   치  도시  사시도 다. 

도 6  본 에  도체 칩  포 는  치   보여주는 블럭도 다. 

 실시   체  내

, 첨  도 들  참 여 본  람직  실시 들  상  도  다.[0026]

도 1  본   실시 에  도체 칩  도시  단 도 고, 도 2는 도 1에 도시  도체  도시[0027]

 단 도 다. 

도 1  참 , 본   실시 에  도체 칩(10)  도체 (100), 통 극(200)  도체[0028]

(300)  포 다. 그 에,  (400)   포   다.

도 2  참 , 도체 (100)   몸체(110), 티브층(120)  게 링층(130)  포 다.[0029]

 몸체(110)는  역(Device  Region,  DR)   주변 역(Peripheral  Region,  PR)  ,  [0030]

(111), (111)과 는 타 (112)  (112)   역(DR)에  트 치(113)  포 다.

티브층(120)  트 치(113) 내에 , 단결  실리  다. [0031]

게 링층(130)  트 치(113)에    몸체(110)  내 과 티브층(120) 사 에 다. 게[0032]

링층(130)  폴리실리  다.

상  도체 (100)  웨  상에  것  도 고, 웨  상에   후에 개별  것  도[0033]

다.  

도 1  다시 참 , 통 극(200)   몸체(110)  주변 역(PR)  통 다. 통 극(200)  사[0034]

는 질 는 리, 루미늄, 루미늄 , SnAg, Au 등  루어진  택  나 상  포

  다. 

도시 지 지만, 통 극(200)과  몸체(110) 사 에는 연막  어 다. 연막  산 막, 질[0035]

막  막  루어진  택  어느 나 상  포   다. 

도체 (300)는 티브층(120) 상에 다. 도체 (300)는, 컨  미지 , 리 도체,[0036]

시  도체, 동 , 능동    도체  루어진  택  어도 나 상  포

  다. 

 (400)   몸체(110)  (111)  티브층(120) 상에 , 1 (410), 2 (420),[0037]

본  드(430), 층(440)들, 연막(450)  포 다. 

1 (410)   몸체(110)  (111)  티브층(120)과 마주 고, 2 (420)  1 (410)과 [0038]

고, 본  드(430)는 2 (420)에 고 통 극(200)과  연결 다. 

층(440)들  도체 (300)  본  드(430)   연결 고, 연막(450)  도체 (300)[0039]
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 층(440)들 사 , 층(440)들 사   층(440)들과 본  드(430) 사  리 다. 

본 실시 에 ,  (400)  통 극(200)에  통  통 극(200)  본  드(430)  직  연[0040]

결 다.  달리, 도  도시 지 지만  (400)  통 극(200)에  통 지  도

,  경우  (400)  통 극(200)과 본  드(430)   연결 는 가 층(미도

시)   포   다. 

,  도체 칩  갖는 층 도체 키지   다 과 같다. [0041]

도 3  본  1 실시 에  층 도체 키지  도시  단 도 다.[0042]

도 3  참 , 게 링층(130)에  러싸  티브층(120)  마  도체 (100), 통 극(200)[0043]

 도체 (300)  각각 비 는 복 개  도체 칩(10)들  마  후, 각각  통 극(200)들  

 연결 도  복 개  도체 칩(10)들  직 게 층 다. 

층 는 도체 칩(10)  통 극(200)들 사 에는 도  연결 재(20)가 어 상,  도체 칩(10)[0044]

 통 극(200)들   연결 고, 층 는 도체 칩(10)들 사 에는 착 재(30)가 어

상,  도체 칩(10)들  착 다. 

상  도  연결 재(20)는  리(Cu),  주 (Sn),  (Ag)   가지 상  포 는   [0045]

고,  상  착  재(30)는  비 도  (Non-Conductive  Film,  NCF),  비 도  트(Non-Conductive

Paste,  NCP),   도  (Anistropic  Conductive  Film,  ACF),   도  트(Anistropic

Conductive Paste, ACP)  폴리 (polymer)  가지 상  포   다.

그리고, 층  도체 칩(10)들   도체 칩(10)  에는 통 극(200)  는 1 연층[0046]

(40)  고, 1 연층(40) 상에는  도체 칩(10)  통 극(200)과  연결 는 재

(50)  다. 그리고, 재 (50)  포  1 연층(40) 상에는 재 (50)   시키는 2

연층(60)  고, 2 연층(60)에   재 (50)에는 단 (70)가 착 다. 

도 4는 본  2 실시 에  층 도체 키지  도시  단 도 다.[0047]

도 4  참 , 게 링층(130)에  러싸  티브층(120)  마  도체 (100), 통 극(200)[0048]

 도체 (300)  각각 비 는 복 개  도체 칩(10)들  마  후, 각각  통 극(200)들  

 연결 도  복 개  도체 칩(10)들  직 게 층 다. 

층 는 도체 칩(10)  통 극(200)들 사 에는 도  연결 재(20)가 어 상,  도체 칩(10)[0049]

 통 극(200)들   연결 고, 층 는 도체 칩(10)들 사 에는 착 재(30)가 어

상,  도체 칩(10)들  착 다. 

상  도  연결 재(20)는 리, 주 ,   가지 상  포 는    고, 상  착[0050]

재(30)는 비 도  (NCF), 비 도  트(NCP),  도  (ACF),  도  트(ACP)

 폴리   가지 상  포   다.

그리고, 층  도체 칩(10)들   도체 칩(10)  통 극(200)  체(80)   극(82)과[0051]

 연결 도  체(80) 상에 실 다. 본 실시 에 , 체(80)는 쇄 (Printed Circuit

Board, PCB)  루어진다.

 도체 칩(10)  통 극(200)과 체(80)   극(82)  도  연결 재(90)에 여 [0052]

 연결 고,  도체 칩(10)과 체(80)  사 에는 착 재(92)가 어  도체 칩

(10)과 체(80)  착 다. 

도  연결 재(90)는 리, 주 ,   가지 상  포 는    고, 착 재(92)는[0053]

비 도  (NCF), 비 도  트(NCP),  도  (ACF),  도  트(ACP)  폴리

 어느 나  포   다.

그리고, 층  도체 칩(10)들  포  체(80) 상  몰드 (94)에  다. 여 , 미[0054]

도  84는 볼랜드 , 86  단  사 는 볼  나타낸다. 

도 4  통   실시 에 는 체(80)가 쇄 (PCB)  경우만  도시  나, 체[0055]

(80)는 도체 키지(semiconductor package) 또는 포 (interposer)  도 다. 
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상  도체 칩  다   치에   다.[0056]

도 5는 본 에  도체 칩  비   치  도시  사시도 다. [0057]

도 5  참 , 본  실시 에  도체 칩  폰과 같   치(1000)에   다. 본[0058]

실시 에  도체 칩  우  게 링 특  가지므 ,  치(1000)  능  신뢰  개 에 리

다.  치는 도 5에 도시  폰에 는 것  니 , 가    , 랩톱(laptop) 컴퓨 ,

 컴퓨 , 포 블 티미 어 어(PMP), 엠 쓰리(MP3) 어, 캠 , 웹 태블릿(web tablet),

 , 비게 , 개   보 단말 (PDA; Personal Digital Assistant) 등 다   

포   다.

도 6  본 에  도체 칩  포 는  치   보여주는 블럭도 다. [0059]

도 6  참 ,   시 (1300)  어 (1310),   치(1320)   억  치(1330)  포  [0060]

다. 상  어 (1310),  치(1320)  억 치(1330)는 (1350, bus)  통 여 결   다.

상  (1350)는 들  동 는 통 라   다. 컨 , 상  어 (1310)는 어도 나  마

크 , 지  신  , 마 크 컨트 러, 그리고 들과 동  능    는 리 

들 에  어도 어느 나  포   다. 상  어 (1310)  억 치(1330)는 본 에  

도체 칩  포   다. 상   치(1320)는 키 드, 키보드  시 치(display device) 등에  

택  어도 나  포   다.  상  억 치(1330)는  는 치 다. 상  억 치

(1330)는  /또는 상  어 (1310)에  실 는 어 등    다. 상  억 치

(1330)는  억  /또는 비  억  포   다. 또는, 상  억 치(1330)는 래

시 리    다.  들 ,  나 크 톱 컴퓨  같  보 처리 시 에 본 

   래시 리가 착   다. 러  래시 리는 SSD(Solid State Drive)  

 다.  경우  시 (1300)  량   상  래시 리 시 에   

다. 상   시 (1300)  통신 트워크   거나 통신 트워크   신

 (1340)   포   다. 상  (1340)는  태   다. 컨 , 상

(1340)는 나 또는  트랜시  등  포   다. 그리고, 도시 지 지만, 상  

시 (1300)에는  칩 (Application Chipset), 카 라 미지 (Camera Image Processor:CIP), 그

리고  치 등   공      통상  지식  습득  들에게 다.

본 에 , 통 극에  티브층  산 는  티브층  감싸도   폴리실리[0061]

루어진 게 링층에  과  게 링 므  게 링 특  상 다. 그 결과, 도체  누  

    트가 지 고 리 시 특  상 어  신뢰   능  상 다. 

  본  상  에 는 본  실시 들  참 여 지만, 당  [0062]

 당업  또는 당 에 통상  지식  갖는 라  후   특허청 에 재  본  사상 

 역  어나지 는  내에  본  다 게   변경시킬     

것 다.

 

100 : 도체 [0063]

110 :  몸체

120: 티브층

130 : 게 링층

200 : 통 극

300 : 도체 
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